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(57)【要約】
【解決課題】プラズマ処理システムで使用するプラズマ
処理チャンバのプラズマチャンバ表面での副生成物堆積
を減少させる方法を提供する。
【解決手段】本方法はプラズマ処理チャンバに堆積バリ
アを提供するステップを含んでおり、堆積バリアはプラ
ズマ処理チャンバのプラズマ発生領域に設置されるよう
に設計されており、プラズマがプラズマ処理チャンバ内
で照射されたときに生成される副生成物の少なくとも一
部を堆積バリアに付着させ、プラズマ処理チャンバ表面
上での副生成堆積を減少させることを特徴とする方法。
【選択図】図２



(2) JP 2008-526026 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ処理システムで使用するプラズマ処理チャンバのプラズマチャンバ表面での副
生成物堆積を減少させる方法であって、本方法は、
　前記プラズマ処理チャンバに堆積バリアを提供するステップを含んでおり、前記堆積バ
リアは前記プラズマ処理チャンバのプラズマ発生領域に設置するように設計されており、
プラズマが前記プラズマ処理チャンバ内で照射されたときに生成される副生成物の少なく
とも一部を前記堆積バリアに付着させ、前記プラズマ処理チャンバ表面上での副生成堆積
を減少させることを特徴とする方法。
【請求項２】
　堆積バリアは発生したＲＦに対して実質的に透明であることを特徴とする請求項１記載
の方法。
【請求項３】
　堆積バリアはファラデーバリアであることを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項４】
　堆積バリアはプラズマ攻撃に対して実質的に抵抗性を有する物質を含んでいることを特
徴とする請求項２記載の方法。
【請求項５】
　堆積バリアはプラズマ攻撃に対して実質的に抵抗性を有する物質でコーティングされて
いることを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項６】
　堆積バリアは、水晶、Ｙ2Ｏ3、イットリウム、ＣｅＯ2、セリウム、ＺｒＯ2、ジルコニ
ウム、テフロン（登録商標）、べスペル、ＢＮ、ＢＣ、ＳｉＮ、ＳｉＯ、Ｓｉｃ、実質的
純粋プラスチック及びセラミックのうち少なくとも１種を含んでいることを特徴とする請
求項１記載の方法。
【請求項７】
　堆積バリアはプラズマに曝露されたときに揮発性エッチング副生成物を生成させる物質
を含んでいることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項８】
　堆積バリアを個別に加熱するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項１記
載の方法。
【請求項９】
　ＲＦバイアスを堆積バリアに適用するステップをさらに含んでいることを特徴とする請
求項１記載の方法。
【請求項１０】
　堆積バリアはプラズマに曝露されたときに揮発性エッチング副生成物を実質的に生成さ
せない金属を含んでいることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　金属はＮｉ、Ｐｔ、Ｉｒ、陽極化Ａｌ及びＣｕのうちの少なくとも１種を含んでいるこ
とを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　プラズマ清浄処理による堆積バリアの現場清浄ステップをさらに含んでいることを特徴
とする請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　湿式化学清浄処理による堆積バリアの現場外清浄ステップをさらに含んでいることを特
徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　堆積バリアは湿式清浄処理に対して実質的に抵抗性を有する物質を含んでいることを特
徴とする請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
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　堆積バリアは湿式清浄処理に対して実質的に抵抗性を有する物質でコーティングされて
いることを特徴とする請求項１３記載の方法。
【請求項１６】
　プラズマチャンバ内の真空状態を実質的に維持した状態で堆積バリアを除去できること
を特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１７】
　除去は自動制御下で真空ロボットによって達成できることを特徴とする請求項１６記載
の方法。
【請求項１８】
　堆積バリアを現場内で交換できることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１９】
　堆積バリアは実質的に連続した表面を含んでいることを特徴とする請求項１記載の方法
。
【請求項２０】
　堆積バリアは複数の穴部を含んでいることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２１】
　プラズマ処理チャンバから基板を除去する前に堆積バリアを除去することを特徴とする
請求項１記載の方法。
【請求項２２】
　プラズマチャンバから基板を除去した後に堆積バリアを除去することを特徴とする請求
項１記載の方法。
【請求項２３】
　プラズマチャンバからの基板の除去と同時的に堆積バリアを除去することを特徴とする
請求項１記載の方法。
【請求項２４】
　堆積バリアを清浄して再利用できることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２５】
　堆積バリアはＲＦ源を保護することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２６】
　ＲＦ源は誘導源を含んでいることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　ＲＦ源は誘導源のための誘電結合窓を保護することを特徴とする請求項２６記載の方法
。
【請求項２８】
　ＲＦ源は容量源を含んでいることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項２９】
　ＲＦ源は誘導源と容量源とを含んでいることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項３０】
　ＲＦ源はＥＣＲ源を含んでいることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項３１】
　ＲＦ源はマイクロ波放射源を含んでいることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項３２】
　プラズマ処理システムはプラズマ処理チャンバ上面から結合されるＲＦ源を含んでいる
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３３】
　プラズマ処理システムはプラズマ処理チャンバ側面から結合されるＲＦ源を含んでいる
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３４】
　プラズマ処理システムはプラズマ処理チャンバ底面から結合されるＲＦ源を含んでいる
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
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【請求項３５】
　プラズマチャンバ表面は個別に加熱されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３６】
　プラズマチャンバ表面は個別に冷却されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３７】
　堆積バリアを個別に加熱するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項１記
載の方法。
【請求項３８】
　堆積バリアを個別に冷却するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項１記
載の方法。
【請求項３９】
　堆積バリアが少なくとも所定温度閾値に冷却されるまでプラズマ処理チャンバ内での基
板処理を停止させるステップと、
　前記堆積バリアが少なくとも所定温度閾値に冷却されるまで前記堆積バリアを現場清浄
するステップと、
をさらに含んでいることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４０】
　堆積バリアが加熱されたときにプラズマ清浄処理によって堆積バリアが現場清浄される
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４１】
　堆積バリアは副生成物堆積からガスインジェクタを保護するように設計されていること
を特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４２】
　堆積バリア表面は堆積物質の付着制御を容易にさせる所定の粗度を有していることを特
徴とする請求項1記載の方法。
【請求項４３】
　堆積バリア表面は堆積物質の付着制御を容易にさせる所定の表面組成を有していること
を特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４４】
　プラズマ反応器のプラズマチャンバ表面上での副生成物堆積を減少させる方法であって
、本方法は、
　プラズマ処理チャンバ内に基板を設置するステップと、
　前記プラズマ処理チャンバ内に堆積バリアを設置するステップと、
を含んでおり、
　第１プラズマは照射時に前記堆積バリアを包囲するように設計されており、前記堆積バ
リアは前記基板からの副生成物堆積の一部と接触するように設計されており、
　前記プラズマ処理チャンバ内で前記堆積バリアを再設置するステップをさらに含んでお
り、第２プラズマは照射時に前記堆積バリアを包囲するように設計されており、前記堆積
バリアは前記基板からの前記副生成物堆積の別な一部と接触するように設計されているこ
とを特徴とする方法。
【請求項４５】
　プラズマ処理チャンバのプラズマチャンバ表面上での副生成物堆積を減少させる構造で
あって、本構造は、
　プラズマ処理チャンバのプラズマ発生領域に設置されるように設計された堆積バリアを
含んでおり、前記堆積バリアはプラズマが前記プラズマ処理チャンバ内で照射されたとき
に発生する副生成物の少なくとも一部を前記堆積バリアに付着させ、前記プラズマ処理チ
ャンバ表面上での前記副生成物堆積を減少させることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は一般的に基板製造技術に関し、特にプラズマ処理システムにおける副生成物減
少方法及び構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ウェハーのごとき基板の処理あるいはフラットパネル型表示装置の製造に使用さ
れるフラットパネルのごときガラスパネルの処理にプラズマが多用される。例えば基板の
処理（化学蒸着、プラズマ強化化学蒸着、物理蒸着、等々）の一環として基板は複数のダ
イスに分割され、あるいは方形体に分割される。それぞれの分割体は集積回路となるもの
である。続いて基板は電気コンポーネントを搭載するために一連の工程で処理される。例
えば、物質が選択的に除去（エッチング）され、堆積（蒸着等）される。
【０００３】
　多くのプラズマ処理には何らかのタイプのプラズマ衝撃処理が関与する。例えば、通常
はスパッタリングと呼称される純粋イオンエッチングが基板から物質（例えば酸化物等）
を放出させるのに使用される。通常はアルゴン等の不活性気体がプラズマ内でイオン化さ
れ、負に荷電された基板に向けて加速される。同様に、イオン強化エッチングとも呼称さ
れる反応イオンエッチング（ＲＩＥ）が化学処理及びイオン処理を組み合わせて、基板か
ら物質（フォトレジスト、ＢＡＲＣ、ＴｉＮ、酸化物、等々）を除去する。一般的にプラ
ズマ内のイオンは基板表面を照射することで化学処理を促進させ、表面原子の化学結合を
破壊し、分子との化学反応性を高める。
【０００４】
　しかしプラズマ処理システムは同時に汚染生成物を生成する。一般的に有機副生成物及
び無機副生成物を含む汚染生成物はプラズマ処理によりエチャントガス内の物質（炭素、
フッ素、水素、窒素、酸素、アルゴン、キセノン、ケイ素、ホウ素、塩素、等々）、基板
内の物質（フォトレジスト、ケイ素、酸素、窒素、アルミニウム、チタニウム、等々）、
またはプラズマ処理チャンバ自体の構成物質（アルミウム、水晶、等々）から発生する。
【０００５】
　汚染生成物によっては揮発性であり、真空装置によってプラズマチャンバ外に排出され
るが、プラズマチャンバから効果的に排出するのが困難である内部表面及びプラズマチャ
ンバ壁上に堆積する傾向が高い非揮発性または低揮発性のスパッタを形成する汚染生成物
が存在する。堆積した汚染生成物はやがて剥片化し、基板欠陥の可能性を高め、清浄間隔
（ＭＴＢＣ）を縮め、生産量を減少させる。例えば、プラズマ処理によっては導電膜堆積
生成物がプラズマチャンバの内部表面に形成され、プラズマ源及びバイアスのＦＷ結合に
影響を及ぼすであろう。加えて、副生成物堆積はプラズマ密度変動の原因となるであろう
。
【０００６】
　非揮発性副生成物及び低揮発性副生成物には、スパッタ物質指向性ラインオブサイト堆
積物、指向性イオン強化エッチング副生成物堆積物、揮発性副生成物濃縮物、高付着係数
プラズマ解離副生成物、プラズマ物質イオン強化堆積物、等々が含まれる。具体的には、
高ｋ誘電（ＨｆＯｘ、ＨｆＳｉｘＯｙ、等々）副生成物、金属電極（Ｐｔ、Ｉｒ、ＩｒＯ
ｘ、等々）副生成物、メモリ物質副生成物（ＰｔＭｎ、ＮｉＦｅ、ＣｏＦｅ、ＦｅＷ、等
々）及びインターコネクト副生成物（Ｃｕ、Ｒｕ、ＣｏＷＰ、Ｔａ、等々）が含まれる。
【０００７】
　一般的にスパッタ原子の放射プロフィルはコサイン分布によって特徴付けられる。すな
わち、垂直以外の角度での放出率は“垂直入射放射率と、垂直との角度の余弦との掛け算
”である。これは普通、衝撃点に接する円であり、他の角度での放射規模の包囲部である
。一般的に、スパッタ原子は中性であるためにその飛行経路を変更することは不可能であ
り、スパッタ原子は直線状に進行する。
【０００８】
　チャンバ内表面への堆積度、すなわち汚染程度は特定プラズマ処理条件（例えば化学物
質、電力及び温度）並びにチャンバ処理機器の当初表面条件により決定される。堆積物の
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除去には長時間を要するため、プラズマ処理システムチャンバは一般的に粒子汚染が非許
容レベルに達したときにのみ清浄処理される。そのときにはプラズマ処理システムは分解
され、消耗部品（例えば、エッジ　リング、等々）を交換しなければならない。あるいは
設定保守スケジュール（ＰＭ）の一環として処理される。
【０００９】
　図１にはラムリサーチトランス結合プラズマ処理システムのごとき誘導結合プラズマ処
理システムの概略図が示されている。通常の設計ではプラズマチャンバは下方チャンバ内
に位置するチャンバ底部材１５０と、上方チャンバ内に位置する着脱式チャンバ上部材１
５２を含む。一般的に、好適な組み合わせガスがガス供給システム１２２から誘電結合窓
１０４を介してチャンバ１０２内に供給される。その後にこれらプラズマ処理ガスはイン
ジェクタ１０８でイオン化され、プラズマ発生領域でプラズマ１１０を形成し、静電チャ
ック１１６上でエッジリング１１５と共に設置された半導体基板またはガラスプレートの
ごとき基板の露出領域を処理（エッチングまたは堆積）する。
【００１０】
　第１ＲＦ発生器１３４はプラズマを発生させ、プラズマ密度を制御し、第２ＲＦ発生器
１３８はＤＣバイアスとイオン衝撃エネルギーを制御するために共通して使用されるバイ
アスＲＦを発生させる。ＲＦ電源のインピーダンスをプラズマ１１０のインピーダンスに
整合させるために第１ＲＦ発生器１３４には整合回路１３６ａがさらに結合されており、
第２ＲＦ発生器１３８には整合回路１３６ｂがさらに結合されている。さらにポンプ１１
１が共通して使用され、プラズマ１１０を維持するために必要な圧力を達成するためにプ
ラズマチャンバ１０２から周囲大気を排気する。
【００１１】
　構造が複雑な高温チャンバの設計及び特殊物質等を必要とするそれら要求を満たすこと
は困難であり、これら異なる物質の振る舞いには共通性がない。例えば、もしプラズマ処
理条件が許すなら清浄条件あるいは自浄プラズマ条件を開発することができる。あるいは
チャンバ表面を問題の副生成物に対して低減された付着係数を有した物質で製造すること
ができる。あるいは副生成物がチャンバ表面に付着するなら、堆積物剥脱が問題提起する
までプラズマ処理システムを運用することができる。しかし、これらの解決法は非常にプ
ラズマ処理に大きく影響を及ぼすため、これら物質並びに起こり得る化学作用の大部分を
処理できる１体の頑強な反応器デザイン及び処理法の可能性は低かった。
【００１２】
　従って、プラズマ処理システムにおいて副生成物の堆積の減少させる方法並びに構造が
望まれている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明はプラズマ処理システムの１実施例においてプラズマ処理チャンバのプラズマチ
ャンバ表面での副生成物堆積を減少させる方法に関する。この方法はプラズマ処理チャン
バに堆積バリアを提供するステップを含む。この堆積バリアはプラズマ処理チャンバのプ
ラズマ発生領域に設置するように設計されており、プラズマがプラズマ処理チャンバ内で
照射されたときに生成される副生成物の少なくとも一部を堆積バリアに付着させ、プラズ
マ処理チャンバ表面上での副生成堆積を減少させるものである。
【００１４】
　本発明は別実施例においてプラズマ反応器のプラズマチャンバ表面上での副生成物堆積
を減少させる方法に関する。この方法はプラズマ処理チャンバ内に基板を設置するステッ
プを含む。この方法はプラズマ処理チャンバ内に堆積バリアを設置するステップをも含む
。第１プラズマは照射時に堆積バリアを包囲するように設計されており、堆積バリアは基
板からの副生成物堆積の一部と接触するように設計されている。この方法はプラズマ処理
チャンバ内で堆積バリアを再設置するステップをも含む。第２プラズマは照射時に堆積バ
リアを包囲するように設計されている。堆積バリアは基板からの副生成物堆積の別な一部
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と接触するように設計されている。
【００１５】
　本発明はプラズマ処理システムの別実施例ではプラズマ処理チャンバのプラズマチャン
バ表面上での副生成物堆積を減少させる構造に関する。この構造はプラズマ処理チャンバ
内に設置されたバリア手段を含む。このバリア手段はプラズマ処理チャンバのプラズマ発
生領域に設置されるように設計されており、プラズマがプラズマ処理チャンバ内で照射さ
れたときに発生する副生成物の少なくとも一部を堆積バリアに付着させ、プラズマ処理チ
ャンバ表面上での副生成物堆積を減少させるものである。この構造はプラズマ処理チャン
バの内部の上面、底面及び側面にバリア手段を設置する設置手段をも含んでいる。
【００１６】
　本発明は別実施例においてはプラズマ処理チャンバのプラズマチャンバ表面上の副生成
物堆積を減少させるように設計された堆積バリア構造に関する。この構造はプラズマ処理
チャンバのプラズマ発生領域に設置されるように設計された堆積バリアを含む。この堆積
バリアはプラズマがプラズマ処理チャンバ内で照射されたときに発生する副生成物の少な
くとも一部を堆積バリアに付着させ、プラズマ処理チャンバ表面上での副生成物堆積を減
少させる。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明のこれら及び他の特徴を以下において図面を利用して詳述する。
【００１８】
　本発明を添付の図面に示した実施例を利用して詳説する。説明中、特定の詳細部分は本
発明の明確な説明のために示したものであって、当業者であればこれらの一部が無くても
本発明を実施できることは理解しよう。また本発明を簡潔に説明するため、よく知られた
処理ステップ及び／または構造の説明は省略してある。
【００１９】
　理論に捕らわれるのは望まないが、発明者は、プラズマによって実質的に包囲される堆
積バリアを利用することで、プラズマチャンバ表面でのスパッタリング堆積を減少させる
ことができると信じる。すなわち、プラズマチャンバ表面に向けて基板から粒子がスパッ
タされる場合、粒子が堆積バリアを最初に照射するように堆積バリアを配置できる。
【００２０】
　詳細は割愛するが、通常はチャンバ内の他の表面及びターボポンプを含んだポンプマニ
ホールドと衝突するスパッタ原子は除去が容易な堆積バリアで遮断することができる。例
えば、堆積バリアは自動的にプラズマチャンパ内外から清浄処理のために移動される。１
実施例では、堆積バリアは無ウェハー自動清浄ＷＡＣ（または無ウェハーチャンバ調節）
中に静電チャックを保護することもでき、プラズマチャンバコンポーネントは清浄処理ま
たは調節／シーズニング処理の一部としてプラズマに曝露される。
【００２１】
　図２は本発明の１実施例による誘導結合プラズマ処理システムの概略図である。通常の
設計では、プラズマチャンバは下方チャンバ内に位置する底部材２５０と上方チャンバ内
に位置する着脱式上部材２５２とを含んでいる。一般的に、好適な組み合わせガスがガス
供給システム２２２から誘電結合窓２０４を介してチャンバ２０２内に供給される。その
後にこれらプラズマ処理ガスはインジェクタ２０９でイオン化され、静電チャック２１６
上にエッジリング２１５と共に設置された半導体基板またはガラスプレートのごとき基板
の露出領域２１４を処理（エッチングまたは堆積）する。
【００２２】
　第１ＲＦ発生器２３４はプラズマを発生させ、プラズマ密度を制御し、第２ＲＦ発生器
２３８はＤＣバイアスとイオン衝撃エネルギーを制御するために共通して使用されるバイ
アスＲＦを発生させる。ＲＦ電源のインピーダンスをプラズマ２１０のインピーダンスに
整合させるために第１ＲＦ発生器２３４には整合回路２３６ａがさらに結合されており、
第２ＲＦ発生器２３８には整合回路２３６ｂがさらに結合されている。さらにポンプ２１
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１が共通して使用され、プラズマ２２０を維持するために必要な圧力を達成するためにプ
ラズマチャンバ２０２から周囲大気を排気する。
【００２３】
　さらに、基板から粒子がプラズマチャンバ壁に向けてスパッタされた場合、粒子が最初
に堆積バリアを照射するようにプラズマ反応器の底面上方に堆積バリア２０６が設置され
る。
【００２４】
　図３は図２に示す誘導結合プラズマ処理システムの概略図であり、本発明の１実施例に
よればプラズマチャンバの底面（下方内面）に設置された構造体３０８によって堆積バリ
アが支持されている。
【００２５】
　図４は図２に示す誘導結合プラズマ処理システムの概略図であり、本発明の１実施例に
よればプラズマチャンバの上面（上方内面）に設置された構造体４０８によって堆積バリ
アが支持されている。
【００２６】
　図５は図２に示す誘導結合プラズマ処理システムの概略図であり、本発明の１実施例に
よればプラズマチャンバの側面（側内面）に設置された構造体５０８によって堆積バリア
が支持されている。
【００２７】
　図６は図２に示す誘導結合プラズマ処理システムの概略図であり、本発明の１実施例に
よればチャック２１６に設置された構造体６０８によって堆積バリアが支持されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　１実施例では、プラズマ処理条件を最良とすべく、堆積バリアの底面高をプラズマ反応
器の底面に対して再調整することができる。別実施例では、堆積バリアは発生したＲＦに
対して実質的に透明である。さらに別の実施例では、堆積バリアはプラズマ衝撃に対して
実質的に抵抗性を有する物質（すなわち水晶、Ｙ2Ｏ3、イットリウム、ＣｅＯ2、セリウ
ム、ＺｒＯ2、ジルコニウム、テフロン（登録商標）、べスペル、実質的純粋プラスチッ
ク、セラミック、ＳｉＣ、ＢＮ，ＳｉＮ，ＳｉＯ、等々）を含んでいる。さらに別の実施
例では、堆積バリアはプラズマに曝露されたときに揮発性エッチング生成物を生成させる
物質を含んでいる。
【００２９】
　別実施例では、堆積バリアはプラズマとは別々に加熱される。さらに別の実施例では、
ＲＦバイアスが堆積バリアに適用される。さらに別の実施例では、堆積バリアは例えばロ
ボットアーム等によって現場で除去される。さらに別の実施例では、堆積バリアを例えば
ロボットアーム等によって現場で交換される。さらに別の実施例では、自動制御下で真空
ロボットによって堆積バリアはプラズマ処理システムから除去される。
【００３０】
　さらに別の実施例では、堆積バリアは実質的に連続した表面を含んでいる。さらに別の
実施例では堆積バリアは複数の穴部を含んでいる。さらに別の実施例では、プラズマチャ
ンバから基板を除去する前、除去と同時的に、または除去した後に堆積バリアを除去でき
る。さらに別の実施例では堆積バリアはファラデーバリアである。
【００３１】
　別実施例では、堆積バリアを清浄して再利用できる。さらに別の実施例では、プラズマ
処理システムはプラズマチャンバの上面、側面または底面に結合されたＲＦ源を含んでい
る。さらに別の実施例では、プラズマとは別々にプラズマチャンバ壁を加熱及び／または
冷却できる。
【００３２】
　別実施例では、堆積バリアを加熱して厚膜の付着性を高め、剥片化をもたらす揮発性物
質の取り込みを防止することができる。さらに別の実施例では、堆積バリアを冷却して実
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質的に揮発性である堆積副生成物の付着可能性を向上させ、剥片化が生じる前に厚膜形成
を可能にする。さらに別の実施例では、堆積バリアが加熱状態から冷却されたとき、堆積
バリアはプラズマ清浄処理によって現場清浄できる。さらに別の実施例では、堆積バリア
が冷却状態から加熱されたとき、堆積バリアはプラズマ清浄処理によって現場清浄される
。
【００３３】
　別実施例では、堆積バリアはプラズマ（例：Ｎｉ、Ｐｔ、Ｉｒ、陽極化Ａｌ、Ｃｕ、等
々）に曝露されたときに揮発性エッチング生成物を実質的に生成させない金属で成る。
【００３４】
　別実施例では、堆積バリアはプラズマ清浄処置によって現場清浄される。さらに別の実
施例では、堆積バリアは湿式化学清浄処理によって現場清浄される。さらに別の実施例で
は、堆積バリアは湿式清浄処理に対して実質的に抵抗性を有する物質を含んでいる。さら
に別の実施例では、堆積バリアは湿式清浄処理に対して実質的に抵抗性を有する物質でコ
ーティングされている。さらに別の実施例では、現場プラズマチャンバ清浄中にチャック
を保護するため、堆積バリアはチャック上に降下される。別実施例では、基板処理サイク
ル間のチャンバアイドリング時にチャックを保護するよう、堆積バリアはチャック上に降
下される。
【００３５】
　別実施例では堆積バリアはＲＦ源を保護する。さらに別の実施例ではＲＦ源は誘導源を
含んでいる。さらに別の実施例では、ＲＦ源は容量源を含んでいる。さらに別の実施例で
は、ＲＦ源はＥＣＲ（エレクトロン－サイクロトロン共鳴）源を含んでいる。さらに別の
実施例では、ＲＦ源はマイクロ波放射源を含んでいる。さらに別の実施例では、ＲＦ源は
プラズマチャンバ上面から結合される。さらに別の実施例では、ＲＦ源はプラズマチャン
バ側面から結合される。さらに別の実施例では、ＲＦ源はプラズマチャンバ底面から結合
される。
【００３６】
　別実施例では、堆積バリアはプラズマガスインジェクタセットを侵食や堆積閉塞から保
護できる。別実施例では、堆積バリアは現場測定センサ（光学発光センサ、干渉測定セン
サ、等々）またはこれらを侵食及び堆積閉塞から保護する透明窓を保護できる。さらに別
の実施例では、堆積バリア表面は堆積物質の付着制御を容易にさせる所定の粗度を有して
いる。別実施例では堆積バリア表面は堆積物質の付着制御を容易にさせる所定の表面組成
を有している。
【００３７】
　図７は本発明の１実施例によるプラズマ処理システムの低揮発性副生成物の減少方法を
表す概略工程図である。最初に、プラズマ処理チャンバ内に基板が設置される（ステップ
７０２）。次に、堆積バリアを実質的に包囲するようにプラズマが照射されるプラズマ処
理チャンバ内に堆積バリアが設置される（ステップ７０４）。その後、プラズマはプラズ
マ処理チャンバ内で照射される（ステップ７０６）。基板から１プラズマチャンバ表面に
向けて粒子がスパッタされると、粒子は堆積バリアを照射する（ステップ７０８）。
【００３８】
　本発明を数々の好適実施例について説明したが、本発明の範囲内で変更が可能である。
例えば本発明をラムリサーチトランス結合プラズマ処理システムとの関係で説明したが、
他のプラズマ処理システム（例：エッチング、堆積、イオンスパッタリング、電子ビーム
、クラスタイオンビーム、等々）を利用してもよい。他にも様々な本発明の実施形態があ
ることはいうまでもない。
【００３９】
　 本発明の利点には、プラズマ処理システムにおいて副生成物の堆積を減少させる方法
並びに構造が含まれる。追加の利点には、生産性の実質的な向上、複数のプラズマ処理利
用形態（すなわち、ＦｅＲＡＭ、ＭＲＡＭ、Ｃｕ、ＭＥＭＳ、金属ゲート高ｋゲート、等
々）に利用できる共通のプラズマチャンバ設計の使用、処理反復性、低ＣｏＣ、低ＣＯＯ
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【００４０】
　本発明の好適実施例について説明したが、本発明の範囲内での変更は可能である。本発
明の範囲は添付の請求の範囲で定義されている。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
本発明について図面を利用して説明する。
【図１】図１はラムリサーチトランス結合プラズマ処理システムのごとき誘導結合プラズ
マ処理システムの概略図である。
【図２】図２は本発明の１実施例による堆積バリアを備えた誘導結合プラズマ処理システ
ムの概略図である。
【図３】図３は本発明の１実施例によるプラズマチャンバの底面に設置された構造体によ
って堆積バリアが支持されている誘導結合プラズマ処理システムの概略図である。
【図４】図４は本発明の１実施例によるプラズマチャンバの上面に設置された構造体によ
って堆積バリアが支持されている誘導結合プラズマ処理システムの概略図である。
【図５】図５は本発明の１実施例によるプラズマチャンバの側面に設置された構造体によ
って堆積バリアが支持されている誘導結合プラズマ処理システムの概略図である。
【図６】図６は本発明の１実施例によるチャックに設置された構造体によって堆積バリア
が支持されている誘導結合プラズマ処理システムの概略図である。
【図７】図７は本発明の１実施例によるプラズマ処理システムの低揮発性ラインオブサイ
ト副生成物の減少方法を表す概略工程図である。

【図１】 【図２】
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